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1. 中山學術獎 (1981) 。

2. 受瑞典皇家科學院邀請參與諾貝爾物理獎提名工作 (1991 、 1992) 。

探討金屬表面原子分子吸附的問題，尤其注意在有階梯表面附近通常有較大的吸附力的問題。我們計

算原子與有階梯表面間的萬德瓦 (Van der Waals) 能，並與平滑表面的萬德瓦能比較。另外並利用微
觀電子結構計算法計算銅平滑及有階梯表面的電子結構，計算並比較階梯附近與平滑表面電子流失的

情形，從此得以瞭解有階梯附近有較強的吸附力的原因。另外也探討在一些半導體中具有負的微分導

電係數時，所產生的一些非線性動力學現象的理論分析。探討的對象包括室溫 n 型砷化鎵摻有深階雜
質並有外加直交流電壓時的動力行為 ; 以及建立理論模型來解釋，在實驗室看到的某些半導體在液態
氦溫度，平行磁場 ( 與外加靜電場平行 ) 所引發的混沌現象。教學方面以固態理論及統計物理為主。
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